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【はじめに】GaN 系半導体の選択成長は、ELO

技術などエピ成長層の高品質化技術の基礎とし

て研究されてきた[1]と共に、ナノデバイスの構

造要素の形成技術としても関心を集めている[2]。

選択成長は、Fin-FET のような GaN 立体チャネ

ルトランジスタ[3]への応用も有望と考えられる。

Fin-FET 形のチャネル部を選択成長で形成でき

れば結晶欠陥だけでなく歪みの低減も見込め、

従来の平面形トランジスタに比べて高性能化が

期待できる。前回、SiN をマスクとした GaN 選

択成長において成長パターンの平面方向依存性

と成長条件による断面形状制御について報告し

た[4]。今回は、断面 TEM を用いて選択成長後

GaN の貫通転位の密度低減を直接観察した結果

について報告する。 

 

【実験】サファイア上 GaN (0001) 基板上に、EB

露光と RIE (SF6ガス)で SiN (100 nm)のライン/ス

ペース形状のマスクパターンを(112̅0)方向に形

成した。GaNの成長部となるマスクの開口幅は

100 nm〜800 nm、開口領域間の間隔は開口幅の 1

〜11倍とした。成長前処理として N2雰囲気での

アニール (800℃、10分)および約 10nmの浅い

RIE (Cl2+BCl3) を行った後、MOCVDで GaNを

選択再成長させた。成長時の条件として、温度・

圧力・NH3流量をそれぞれ 1040 ℃・13.3kPa・1.5 

slmに設定して成長した。 

 

【結果・評価】マスク開口幅が 100 nmのパター

ン上での選択成長GaNの断面TEM観察像を Fig. 

1(a),(b)に、マスク開口幅が 600 nmのパターン上

での選択成長 GaNの断面 TEM像を Fig.1(c),(d)

に示す。開口幅が 100 nmのパターンでの選択成

長GaNには開口幅が600 nmのものと比べて貫通

転位の入り込みが少なくなっている。開口幅が

100 nmの場合では 600 nmの場合よりも GaNの

SiNを乗り越えた成長部分の幅が、マスク開口幅

に対して相対的に大きく、マスク上に横方向に

拡がり成長した領域ではマスクによって基板側

GaNから遮断されていることで欠陥が入り込み

にくいと考えられる。マスク開口幅を小さくす

ることは結晶品質の向上だけでなく、トランジ

スタ応用に向けた微細化という観点においても

重要である。発表では、複数の成長核発生によ

る選択成長 GaN内に生じた欠陥についての考察

も行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Cross sectional TEM images of selectively 

grown GaN: Growth on the patterns with opening 

width of (a), (b) 100 nm, and (c), (d) 600 nm. 
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